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1. はじめに 

近年 Ge(111)や SiGe(111)は、電子移動度が高いことや、フォトニックデバイス、スピントロニクスへの応用が
可能であることから注目されている[1]。また、Ge(111)上の歪み SiGe は、歪み導入による特性向上が期待されて
いる。これまでに我々は、Si(111)基板への選択的イオン注入による局所欠陥導入をすることで、歪み SiGe 層への
クラック発生を大幅に抑制できることを報告した[2]。本研究では、選択的イオン注入を用いて形成した高品質歪
み SiGe 層の電気伝導特性について報告する。 

2. 実験方法、結果・考察 
Si(111)基板に、一辺 600 μm の正方形パターンの外部のみ選択的にイオン注入を行った。注入条件は、注入イ

オン種: Ar+、注入ドーズ量：1.0×1015 [cm-2]とした。2 段階成長法により MBE で LT-Ge 層を 40nm、HT-Ge 層を
400nmで成長し、続けて歪み P-doped Si0.1Ge0.9層を 50nm成長した。その後、エッチングによりホールバー型のメ
サ構造を作製し、電極(Au)を蒸着した(Fig. 1)。また、比較試料として、Si 基板へホールバー型のメサパターニン
グを初めに施したのち、上記構造を同時成長する試料も作製した。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. 結果・考察 
Fig. 2は、ホール測定によって得られた歪み SiGe層

の電子密度とホール移動度の結果を示している。通常
の成長方法では、クラックの発生によって大幅に移動
度は劣化してしまうものの、選択的イオン注入試料と
メサパターニング試料では高い移動度が得られている
ことが分かった。さらに、選択的イオン注入試料の方
が移動度が若干高く、電子密度が高いことが確認され
た。これは、欠陥由来の正孔が減ったことが考えられ、
選択的イオン注入法が高品質歪み SiGe 形成に有用で
あることを示している。 
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Fig. 2 Mobility and electron density for P-doped 
strained SiGe on Ge-on-Si(111) fabricated with 
selective ion implantation and mesa patterning 
methods. 

Fig. 1 Hall bar fabrication process for P-doped strained SiGe on Ge-on-Si(111) 
via selective ion implantation and mesa patterning methods. 

第72回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2025 東京理科大学 野田キャンパス＆オンライン)16p-P07-5 

© 2025年 応用物理学会 12-158 15.5


